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我々は、きわめて小型の光回路を実現できる

Ｓｉ細線導波路を用い、光通信に必要な偏波無

依存性を達成するための検討を行ってきた[1]。

光導波路コアには、TE と TM 両偏波で特性を

そろえることが容易で、ファンダリでも使用さ

れている 300 nm厚の Si 層をコアとして使用し

てきた。しかし、ファンダリではより一般的に

は、220 nm 厚のコアが使用されている。今回、

後者のコア厚みで偏波無依存のマッハ‐ツェ

ンダ干渉器（MZI）などを光加入者系用に実現

したので報告を行う。 

構造例を図 1 に示す。低損失の MZI を実現

するためには、方向性結合器を使用する。3dB

カプラを得るために TE 波には結合長の半分、

TM 波では結合長の 1.5 倍の長さとなるように

方向性結合器を設計した。この方法であれば、方向性結合器に幅

広の導波路の使用が可能で、損失と作製精度に有利となる。五つ

の MZI を組み合わせて 1310 と 1490 nm 波長の分離や、消光比の

向上と 1550 nm 波長の排除を行っている。ここでは縦方向にアー

ム部をそろえたが、以前の斜め配置の方が小型化できる。アーム

部には 300、400、700 nm 幅の導波路を使用して偏波依存性を補

償した。方向性結合器などは幅 375 nm の導波路を使用した。図

2 に試作した素子の特性例を示す。ほぼ、TE と TM 波に対して

同等の特性を得ることができた。作製には液浸 ArF 露光法とドラ

イエッチングをプロセス中に採用して行った。設計を容易とする

ために導波路曲げ半径 10 m を一部に採用しているため、曲げロ

スの大きい TM 波の損失がやや大きいが、これは改善可能である

ことを確かめている。Flat-top 設計も可能である。 

このほか、以前報告を行った斜め壁面導波路を使用した偏波変換 Bragg グレーティング、あるいは TM0-TE1 偏

波変換器とグレーティングを組み合わせた素子を 220 nmのコア厚用に設計したものでも動作を確認することがで

きた。 

本研究の一部は NEDO の「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」により委託を受けたも

のである。 [1] H. Okayama et al., Tech. Digest ISPEC2014, paper P24. 

図１ MZI を使用した素子 

図２ 試作した素子の特性 
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